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坪 井 一 彦
動的臨界現象による 4Heの臨界点近傍 (臨界圧力-2･26気圧,臨界温度 Tc≒5･19K,防
界密度-0.069g/cc)での粘性の異常を線型振動粘性計で測っている｡






















中 川 義 ,和
高圧下でアモルファスGeは,半導体から金属-転移する｡こ.の金属-の転移は,結晶Ge
に比べて低圧で起こり,しかも非常にシャープに起こることが特徴である.本研究で埠この転
移の様相と機構を調べるために,試料作製条件を変え,この転移の振舞がどのように変化する
かを,電気抵抗の測定およびⅩ線回折実験により詳細に検討を加えた｡
試料の作製には真空蒸着法を用い,基板温度および蒸着速度を変えて行なった｡高圧下での
電気抵抗の測定はドリッカマ-アンビルを用いて行ない,圧力はBiの電気抵抗を同時に測定
することにより較正した｡Ⅹ線回折実験はダイヤモンドアンビルを用い,発生圧力はNaClの
格子定数の変化から求めた｡
作製条件によって,金属化-の転移の振舞に2種類のタイプが存在することが見出された｡
すなわち,.type(a)では,70kbarで大きな電気抵抗のとびが見られ,更に110kbarで再度電
気抵抗に不連続な変化が現れる｡一方, type(b)は:,本研究で新しく見出されたもので type
(a)と異なり,中間的な金属-の転移が見られず,80kbarで金属化し,その構造はp-Sn型
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